
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の電極パッドを具えている第１の主表面と、該第１の主表面に対向する第２の主表面
と、該第１の主表面と該第２の主表面との間の複数の側面とを有する半導体チップと、
第１の面と、該第１の面と対向する第２の面とを有していて、前記半導体チップの前記側
面に接して該半導体チップを囲み、前記第１の面が該第１の主表面のレベル

レベルとなるように形成されている拡張部と、
複数の前記電極パッドの一部分を露出させて、前記第１の面上及び前記第１の主表面上に
形成されている絶縁膜と、
前記電極パッドの各々に電気的に接続されていて、該電極パッドから前記拡張部の第１の
面の上側へと導出されている、複数の 配線パターンと、
前記配線パターン及び前記絶縁膜上に、該配線パターンの一部分を露出させて形成されて
いる封止部と、
前記拡張部の上側を含む領域の前記配線パターン上に設けられた複数の外部端子とを具え
、前記第２の面及び前記第２の主表面は、露出していることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記配線パターンと前記外部端子との間に形成されている複数の電極ポストとを具え、
前記封止部は、前記電極ポストの頂面を露出するように形成されていることを特徴とする
請求項１に記載の半導体装置。
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【請求項３】
前記拡張部は、前記封止部の成形収縮よりも大きい成形収縮を有する材料により形成され
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
前記拡張部は、ガラス転移温度よりも低い温度範囲での線膨張係数が１．５×１０ - 5／℃
よりも小さく、かつ弾性率が７．８～２２ＧＰａの範囲の液状樹脂により形成されている
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項５】
（１）下地上に、複数の半導体チップが配置される複数の半導体チップ配置領域を所定の
間隔で、設定する工程と、
（２）前記半導体チップ配置領域上に、複数の電極パッドを具えている第１の主表面と、
該第１の主表面に対向する第２の主表面と、該第１の主表面と該第２の主表面との間の複
数の側面とを有する半導体チップを、該第２の主表面と対面させて設ける工程と、
（３）前記下地上に、第１の面と、該第１の面と対向する第２の面とを有していて、前記
半導体チップの前記側面に接して該半導体チップを囲み、前記第１の面のレベルが該第１
の主表面のレベル

レベルとなるように形成されている拡張
部を形成する工程と、
（４）前記拡張部の第１の面上及び前記第１の主表面上に、絶縁膜を、前記電極パッドの
一部分を露出させて形成する工程と、
（５）前記絶縁膜上に、前記電極パッドの各々に電気的に接続されていて、該電極パッド
から前記拡張部の第１の面の上側へと導出されている複数の 配線パターンを形成する
工程と、
（６）前記配線パターン及び前記絶縁膜上に、封止部を、前記第１の面の上側に位置する
該配線パターンの一部分を露出させて形成する工程と、
（７）前記拡張部の上側を含む領域の前記配線パターン上に、複数の外部端子を接続して
形成する工程と、
（８）前記拡張部の第２の面及び前記第２の主表面から、前記下地を、除去する工程と、
（９）複数の前記半導体チップ間を切断して、該半導体チップを含む半導体装置の個片化
を行う工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
（１）下地上に、複数の半導体チップが配置される複数の半導体チップ配置領域を所定の
間隔で、設定する工程と、
（２）前記半導体チップ配置領域上に、複数の電極パッドを具えている第１の主表面と、
該第１の主表面に対向する第２の主表面と、該第１の主表面と該第２の主表面との間の複
数の側面とを有する半導体チップを、該第２の主表面と対面させて設ける工程と、
（３）前記下地上に、第１の面と、該第１の面と対向する第２の面とを有していて、前記
半導体チップの前記側面に接して該半導体チップを囲み、前記第１の面のレベルが該第１
の主表面のレベル

レベルとなるように形成されている拡張
部を形成する工程と、
（４）前記拡張部の第１の面上及び前記第１の主表面上に、絶縁膜を、前記電極パッドの
一部分を露出させて形成する工程と、
（５）前記絶縁膜上に、前記電極パッドの各々に電気的に接続されていて、該電極パッド
から前記拡張部の第１の面の上側へと導出されている複数の 配線パターンを形成する
工程と、
（６）前記拡張部の上側に位置する前記配線パターンの一部分上の各々に、複数の電極ポ
ストを形成する工程と、
（７）前記配線パターン及び前記絶縁膜上に前記電極ポストの頂面を露出させた封止部を
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形成する工程と、
（８）露出した前記電極ポストの頂面上に外部端子を形成する工程と、
（９）前記拡張部の第２の面及び前記第２の主表面から、前記下地を、除去する工程と、
（１０）複数の前記半導体チップ間を切断して該半導体チップを含む半導体装置の個片化
を行う工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
（１）複数の凹部を具えた治具を準備する工程と、
（２）前記凹部内に、複数の電極パッドを具えている第１の主表面と、該第１の主表面に
対向する第２の主表面と、該第１の主表面と該第２の主表面との間の複数の側面とを有す
る半導体チップを、該第２の主表面と対面させて配置する工程と、
（３）前記治具上に、第１の面と、該第１の面と対向する第２の面とを有していて、前記
半導体チップの前記側面に接して該半導体チップを囲み、該第１の面のレベルが該第１の
主表面のレベル

レベルとなるように形成されている拡張部
を形成する工程と、
（４）前記拡張部の第１の面上及び前記第１の主表面上に、絶縁膜を、前記電極パッドの
一部分を露出させて形成する工程と、
（５）前記絶縁膜上に、前記電極パッドの各々と電気的に接続されていて、該電極パッド
から前記拡張部の第１の面の上側へと導出されている複数の 配線パターンを形成する
工程と、
（６）前記配線パターン及び前記絶縁膜上に、封止部を、前記第１の面の上側に位置する
該配線パターンの一部分を露出させて形成する工程と、
（７）前記拡張部の上側を含む領域の前記配線パターン上に、複数の外部端子を接続して
形成する工程と、
（８）複数の前記半導体チップ間を切断して、該半導体チップを含む半導体装置の個片化
を行う工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
（１）複数の凹部を具えた治具を準備する工程と、
（２）前記凹部内に、複数の電極パッドを具えている第１の主表面と、該第１の主表面と
該第２の主表面との間の複数の側面とを有する半導体チップを、該第２の主表面と対面さ
せて配置する工程と、
（３）前記治具上に、第１の面と、該第１の面と対向する第２の面とを有していて、前記
半導体チップの前記側面に接して該半導体チップを囲み、該第１の面のレベルが該第１の
主表面のレベル

レベルとなるように形成されている拡張部
を形成する工程と、
（４）前記拡張部の第１の面上及び前記第１の主表面上に、絶縁膜を、前記電極パッドを
露出させて形成する工程と、
（５）前記絶縁膜上に、前記電極パッドの各々と電気的に接続されていて、該電極パッド
から前記拡張部の第１の面の上側へと導出されている複数の 配線パターンを形成する
工程と、
（６）前記拡張部の上側に位置する前記配線パターンの一部分上の各々に電気的に接続さ
れている電極ポストを、形成する工程と、
（７）前記配線パターン及び前記絶縁膜上に前記電極ポストの頂面を露出させた封止部を
形成する工程と、
（８）露出した前記電極ポストの頂面上に外部端子を形成する工程と、
（９）前記拡張部の第２の面及び前記第２の主表面から、前記治具を、除去する工程と、
（１０）複数の前記半導体チップ間を切断して該半導体チップを含む半導体装置の個片化
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を行う工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
請求項７又は８に記載の半導体装置の製造方法において、
前記工程（２）の後に、前記凹部の底面部に、前記半導体チップを、該凹部に設けられて
いる貫通孔及び該貫通孔に接続されている吸排気系により、吸引保持する工程をさらに含
み、
当該吸引保持する工程の後に、前記拡張部の第１の面上及び前記第１の主表面上に、絶縁
膜を、前記電極パッドの一部分を露出させて形成する工程を行うことを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に外部端子のさらなる増加に対応す
るための構成を有する半導体装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パッケージ化された半導体装置のさらなる小型化、薄型化が要求されている。この
要求に応えるために、パッケージの外形サイズが半導体チップの外形サイズと実質的に同
一である、ウェハレベルチップサイズパッケージ（Ｗａｆｅｒ　Ｌｅｖｅｌ　Ｃｈｉｐ　
Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）（以下、単にＷＣＳＰとも称する。）と呼ばれるパッケージ
形態が提案されている。
【０００３】
ＷＣＳＰは、半導体チップを含んでいる。この半導体チップは、所定の機能を有する回路
素子及びこの回路素子上に電気的に接続されている複数の電極パッドを具えている。第１
の主表面上には、複数の電極パッドを、露出させるように、絶縁膜が形成されている。
【０００４】
この絶縁膜の表面上には、露出している電極パッドに接続され、かつ複数の配線パターン
が形成されている。
【０００５】
これらの配線パターン上には、電極ポストが形成されている。そして、この絶縁膜と配線
パターンとを覆い、かつ電極ポストの頂面が露出するように封止部が形成されている。
【０００６】
さらに、電極ポストの頂面上には、例えばＢＧＡパッケージの場合には半田ボールとして
設けられた、複数の外部端子を具えている。
【０００７】
このようにＷＣＳＰは、半導体チップの回路形成面上に相当する領域に、複数の外部
を、例えば格子状に設けるファンイン構造を有している。
【０００８】
このような構造の外部 を具えている半導体チップを、プリント板上に搭載するにあた
り、プリント板と外部 との接続部における破断の発生を防止する目的で、電極パッド
を有する半導体チップと、半導体チップ上の所定の位置に形成され、電極パッドに接続さ
れる配線と、配線上の所定の位置に形成され、配線に接続される外部 と、外部 に
接続されるプリント板と、半導体チップ上に形成された基板を有していて、基板及びプリ
ント板の熱膨張を整合させるための樹脂層が基板上に設けられている構成、特に外部
が樹脂層上に設けられている構造をとる半導体装置が知られている（例えば、特許文献１
参照。）。
【０００９】
【特許文献１】
特開２０００－２０８５５６号公報（特許請求の範囲及び図５）
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【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
半導体装置の高機能化に伴い、１つのパッケージ化された半導体装置に形成される外部端
子の数は、ますます増加する傾向にある。従来、このような外部端子の増加に対する要求
には、隣接する外部端子同士の間隔を狭める構成とすることで対応している。外部端子の
配置間隔と配置位置とに関しては、以下説明するように設計の自由度が著しく制限されて
いる。
【００１１】
上述した従来のＷＣＳＰは、隣接する外部端子同士の最小間隔は、具体的には０．５ｍｍ
程度とされている。また、７ｍｍ×７ｍｍ角のＷＣＳＰの場合には、設けられている外部
端子の数は１６０程度である。
【００１２】
パッケージ化された半導体装置のさらなる外部端子の増加に対する要求により、７ｍｍ×
７ｍｍ角のＷＣＳＰに３００程度の外部端子を設けることが望まれている。
【００１３】
上述したＷＣＳＰにおいて、隣接する外部端子同士の間隔をより狭めて、ＷＣＳＰの表面
上により多数の外部電極を形成することは、技術的には不可能ではない。
【００１４】
しかしながら、７ｍｍ×７ｍｍ角のＷＣＳＰの表面積に３００個の外部端子を形成するこ
とは、かなり困難である。また、外部端子同士の間隔を狭めると、ＷＣＳＰを実装基板上
に実装するためには、極めて高度な技術が必要となる。
【００１５】
例えば、複数の外部端子同士の間隔を、０．３ｍｍ～０．７ｍｍ程度の範囲で、実装基板
の実装ピッチに合わせて形成することが求められる場合もある。
【００１６】
このような場合に、従来のパッケージの構成では、基板上に半導体チップを、いわゆるフ
リップチップ接続により接続して、当該半導体チップを基板を介して、外部 と接続す
るか又はワイヤボンディングにより基板と半導体チップとを接続して、基板を介して外部

と接続している。いずれの接続手法も基板を使用するため、また、ワイヤのループの
高さ分の封止材が余計に必要となるため、パッケージが厚くなってしまう。さらには基板
のコストがかかるため、パッケージが高価となってしまう。特にフリップチップ接続の場
合には、より高価なビルドアップ基板が必要となることから、パッケージがより高価なも
のとなってしまう。
【００１７】
また、一方、ワイヤボンディングによる接続を行った場合には、ワイヤ部分のインダクタ
ンスが高くなってしまう。
【００１８】
そこで、この発明の目的は、外部端子の配置間隔と配置位置の設計自由度が高まると共に
、パッケージ自体のコンパクト化が可能な構成を有する半導体装置を提供することにある
。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
この目的の達成を図るため、この発明の半導体装置は、下記のような構成上の特徴を有し
ている。すなわち、この発明の半導体装置は、複数の電極パッドを具えている第１の主表
面と、第１の主表面に対向する第２の主表面と、該第１の主表面と第２の主表面との間に
１又は２以上の側面とを有する半導体チップを含んでいる。
【００２０】
この半導体チップは、第１の面と、当該第１の面と対向する第２の面とを有していて、第
１の面が第１の主表面のレベル

レベルとなるように形成さ
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れている拡張部により、半導体チップの側面に接するように囲まれている。
【００２１】
そして、第１の面上及び第１の主表面上には、複数の電極パッドを露出させるように絶縁
膜が形成されている。
【００２２】
電極パッドの各々には、複数の配線パターンが個別に電気的に接続されている。これらの
配線パターンは、電極パッドから拡張部の第１の面の上側へと導出されている。
【００２３】
配線パターンが形成されている絶縁膜上には、封止部が、配線パターンの一部分を露出す
るように形成されている。
【００２４】
拡張部の上側を含む領域には、配線パターン上に電気的に接続されるように設けられた複
数の外部端子が設けられている。
ここで、第２の面及び第２の主表面は、露出している
【００２５】
この発明の半導体装置の構成によれば、半導体チップに接してこれを囲むように設けられ
ている拡張部の上側にも、外部端子を設けることができる構成としてあるので、外部電極
の配置間隔及び配置位置等の設計の自由度を増大させた半導体装置を提供することができ
る。また、この発明の半導体装置は、いわゆるＷＣＳＰの製造工程を適用することで、基
板等のインターポーザを使用しない構成とすることができるので、ワイヤボンディング接
続との比較では、さらなる動作の高速化、高機能化、多機能化及びコンパクト化を図るこ
とができる。また、フリップチップ接続との比較では、同等の電気的特性をより安価に得
ることができる。
【００２６】
また、この発明の半導体装置の製造方法の主要工程は、下記の通りである。
【００２７】
下地上に、複数の半導体チップが配置される複数の半導体チップ配置領域を所定の間隔で
、設定する。
【００２８】
半導体チップ配置領域上に、複数の電極パッドを具えている第１の主表面と、第１の主表
面に対向する第２の主表面と、第１の主表面と第２の主表面との間の１又は２以上の側面
とを有する半導体チップを、第２の主表面と対面させて設ける。
【００２９】
下地上に、第１の面と、第１の面と対向する第２の面とを有していて、半導体チップの側
面に接して半導体チップを囲み、第１の面のレベルが第１の主表面のレベル

レベルとなるように形成されている拡張部を形成する。
【００３０】
拡張部の第１の面上及び第１の主表面上に、絶縁膜を、電極パッドの一部分を露出させて
形成する。
【００３１】
絶縁膜上に、電極パッドの各々に電気的に接続されていて、第１の主表面の上側から拡張
部の第１の面の上側へと導出されている複数の配線パターンを形成する。
【００３２】
配線パターンが形成されている絶縁膜上に、封止部を、配線パターンの第１の面の上側に
位置する配線パターンの一部分を露出させて形成する。
【００３３】
拡張部の上側を含む領域の配線パターン上に、配線パターンの導出部分のそれぞれと個別
に電気的に接続されるように、複数の外部端子を接続して形成する。
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と同一である
か、又は前記第１の面の上側と前記第１の主表面の上側とに配線パターンが形成できる程
度の段差を有する

拡張部の第２の面及び第２の主表面から、下地を、除去する。



【００３４】
複数の半導体チップ間を切断して、半導体チップを含む半導体装置の個片化を行う。
【００３５】
この発明の半導体装置の製造方法によれば、より簡易な工程で、高機能化、多機能化及び
コンパクト化された半導体装置を提供することができる。特に外部電極の配置間隔及び配
置位置等の設計の自由度を極めて大きくすることができる。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施形態につき説明する。なお、図面には、この発明
が理解できる程度に各構成成分の形状、大きさ及び配置関係が概略的に示されているに過
ぎず、これによりこの発明が特に限定されるものではない。また、以下の説明において、
特定の材料、条件及び数値条件等を用いることがあるが、これらは好適例の一つに過ぎず
、従って、何らこれらに限定されない。また、以下の説明に用いる各図において同様の構
成成分については、同一の符号を付して示し、その重複する説明を省略する場合もあるこ
とを理解されたい。
【００３７】
図１及び図２を参照して、この発明の半導体装置につき説明する。図１（Ａ）は半導体装
置の構成を説明するための上面からみた概略的な平面図であり、図１（Ｂ）は、配線パタ
ーンと電極ポストとの接続関係を説明するために、図１（Ａ）の実線１１で囲んだ一部領
域を拡大して示した概略的な要部平面図である。また、図２（Ａ）及び（Ｂ）は、図１（
Ａ）のＩ－Ｉ破線により切断した切断面を示す概略的な断面図である。なお、図２（Ａ）
は、この発明の半導体装置１０が、その底面側に下地１２を具えている構成例である。ま
た、図２（Ｂ）は、下地１２を具えていない構成例である。
【００３８】
この発明の半導体装置１０は、下地１２上に、半導体チップ３０を具えている。この半導
体チップ３０は、第１の主表面３６と、第１の主表面３６に対向する第２の主表面３８と
この第１の主表面３６と第２の主表面３８との間に１又は２以上の側面３７を有している
。そして、半導体チップ３０は、所定の機能を有する回路素子及びこの回路素子と電気的
に接続されている複数の電極パッド３４を具えている。第１の主表面３６には、複数の電
極パッド３４が設けられている。複数の電極パッド３４は、第１の主表面３６の周縁に沿
って形成されている。
【００３９】
そして、この半導体チップ３０は、下地１２上に、第１の主表面３６が上面となるように
、すなわち第２の主表面３８が半導体チップ配置領域１４に対面するように設けられてい
る。
【００４０】
この発明の半導体装置１０は、下地１２上に、拡張部２０を具えている。この拡張部２０
は、下地１２上の半導体チップ配置領域１４に配置されている半導体チップ３０の側面３
７、すなわち第１及び第２の主表面以外の面に接してこれを取り囲むように、設けられて
いる。この拡張部２０は、その第１の面２０ａのレベル（高さ、以下同じ。）が、半導体
チップ３０の第１の主表面３６のレベルと、実質的に同一のレベルとなるように形成され
ている。
【００４１】
この拡張部２０は、例えばエポキシ樹脂や、シリコーン樹脂等の有機材料より適宜選択す
ることができる。すなわち、いわゆる液状樹脂又はモールド樹脂を適用することができる
。
【００４２】
拡張部２０は、製造工程において、この発明の半導体装置１０に生じる反りの発生を防止
するために、好ましくは、後に形成される封止部の成形収縮よりも大きい成形収縮を有す
る材料により形成するのがよい。
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【００４３】
ここでいう「成形収縮」とは、成形工程において生じる材料単体での収縮を意味する。す
なわち「成形収縮」とは、成形温度における硬化収縮と成形温度から常温に戻るまでの熱
収縮との和に相当する。
【００４４】
具体的には、拡張部２０は、ガラス転移点より低い温度範囲での線膨張係数が１．５×１
０－ ５ ／℃よりも小さく、かつ弾性率が７．８～２２ＧＰａの範囲の液状樹脂により形成
するのがよい。拡張部２０にモールド樹脂を適用する場合については後述する。
【００４５】
拡張部２０の第１の面２０ａ及び第１の主表面３６上には、絶縁膜４０が、複数の電極パ
ッド３４が露出するように形成されている。
【００４６】
この絶縁膜４０の表面上には、複数の配線パターン４２が、露出している電極パッド３４
に電気的に接続されて形成されている。
【００４７】
これら配線パターン４２及び絶縁膜４０を覆うように半導体チップ３０及び拡張部２０の
それぞれの表面領域上に封止部４４が設けられている。上述の絶縁膜４０と封止部４４を
総じて絶縁層４８とも称する。それぞれの配線パターン４２からこの封止部４４を貫通し
て、この封止部４４の表面に達する電極ポスト４６がそれぞれ設けられている。これら電
極ポスト４６の一部は、半導体チップ３０の上側（真上）に設けられており、また、残り
の電極ポスト４６は拡張部２０の上側（真上）に設けられている。通常は、これら電極ポ
スト４６は、一定の間隔で配列させてある。また、各電極ポスト４６の頂面は、封止部４
４の表面に露出している。この電極ポスト４６はポスト電極とも称せられ、その露出され
た頂面には外部端子４７が設けられている。外部端子４７としては通常、半田ボール４７
ａを設けている。この外部端子４７は電極パッド３４の配列間隔よりも広い間隔で配列さ
れて設けられている。
【００４８】
ここで、図１（Ｂ）を用いて、電極パッド３４と配線パターン４２との接続関係につき説
明する。これらの接続関係の理解を容易にするために図１（Ａ）の部分領域（実線で囲ま
れた領域）１１を拡大して示してある。配線パターン４２は、外部端子４７の下部に接続
されて位置する電極ポスト（図２に４６で示す。）と、対応する電極パッド３４とが規則
的、かつ電気的に接続されている。これら配線パターン４２を構成する配線として、例え
ば長配線４２ａ、中配線４２ｂ及び短配線４２ｃを設ける。これらの配線４２ａ、４２ｂ
及び４２ｃを、この順番で、それぞれ対応する電極パッド３４に、１つの配線と１つの電
極パッドという、１対１の接続関係で、接続してある。
【００４９】
この配線パターン４２は、半導体チップ３０の上側（真上）の領域及び拡張部２０の上側
（真上）、すなわち拡張された領域２１の領域の境界にまたがるように設けられている。
すなわち、複数の配線パターン４２のうち、少なくとも一部は、電極パッド３４の各々に
個別に電気的に接続されていて、かつ電極パッド３４、すなわち第１の主表面の上側から
拡張部２０の第１の面２０ａの上側へと互いに絶縁分離されて導出されている。
【００５０】
そのため、配線パターン４２のうち、この境界上及び境界近傍のある程度の長さの部分領
域をより太い、すなわち幅広あるいは肉厚の配線とするのがよい。
【００５１】
このように、特にエッジ部効果とか、熱ストレス等により応力が集中しやすいと思われる
パターン４２の部分領域を太く形成しておくことにより、半導体装置１０の動作の信頼性
が向上する。
【００５２】
この拡張部２０の上側（真上）の領域は、外部端子形成領域を半導体素子の表面領域外に
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拡張している意味で拡張された領域２１と称せられる。この構成例ではこの拡張された領
域２１にも電極ポスト４６が形成されている。
【００５３】
そして、配線パターン４２及び電極ポスト４６を覆うように、封止部４４が形成されてい
る。封止部４４は電極ポスト４６の一部分が露出するように形成されている。
【００５４】
この電極ポスト４６を介して、外部端子４７が形成されている。電極ポストを介さずに、
封止部４４から配線パターン４２の一部分を露出させて、直接的に配線パターン４２に外
部端子を接続する構成とすることもできる。
【００５５】
この構成例では、外部端子４７を、例えば半田ボール４７ａで形成している。これら半田
ボール４７ａは、露出している電極ポスト４６の頂面に設けられていて、これら電極ポス
ト４６を介して、配線パターン４２と接続されている。隣接する電極ポスト４６同士の配
列及びその間隔は、例えばプリント基板等への実装を考慮して、所望の配列及び間隔とす
ることができる。
【００５６】
既に説明したとおり、これらの電極ポスト４６は、半導体チップ３０の上側に対応する表
面積の範囲のみならず、拡張部２０の上側、すなわち拡張された領域２１にも設けられて
いる。従って、電極ポスト４６の配置位置及び配置間隔の設計の自由度が増す。すなわち
、より実装が容易になるように、外部端子４７の配置間隔の制限を緩和して、例えば実装
基板側の構成上の要件に沿った、より広い間隔かつ所望の数で形成することができる。具
体的には形成される拡張部２０の面積を適宜調整することで、所望の配置間隔で、所望の
数の外部端子を形成することができる。
【００５７】
下地１２は、所望により、後述する製造工程において剥離して除去することで、図２（Ｂ
）に示したような、より薄型化された半導体装置１０とすることができる。
【００５８】
この発明の半導体装置１０の構成によれば、半導体チップ３０の側面３７、すなわち第１
の主表面３６及び第２の主表面３８以外の面に接して囲むように設けられている拡張部２
０の上側（真上）、すなわち拡張された領域２１に、外部端子４７を設ける構成としてあ
るので、半導体装置１０をいわゆるファンアウト構造又は第１の主表面３６の上側にも外
部端子４７が形成されているファンイン／ファンアウト構造として構成することが可能で
ある。従って、外部端子４７の配置間隔及び配置位置等の設計の自由度を大きくすること
ができる。
【００５９】
この発明の半導体装置１０は、いわゆるＷＣＳＰの製造工程を利用して、基板等のインタ
ーポーザを使用せずに直接的に半導体チップ３０と外部端子４７とを接続する構成とする
ことができるので、上述の効果に加えて、例えばワイヤボンディング接続との比較では、
さらなる動作の高速化、高機能化、多機能化及びコンパクト化を図ることができる。また
、例えばフリップチップ接続との比較では、同等の電気的特性をより安価に得ることがで
きる。
【００６０】
次に図３（Ａ）～図１０（Ｂ）を参照して、第１の実施の形態の半導体装置の第１の製造
方法につき説明する。
【００６１】
原則として、各図において、（Ａ）はこの発明の半導体装置の構成を説明するための上面
からみた概略的な部分平面図であり、（Ｂ）は（Ａ）図のＩ－Ｉ破線により切断した切断
面を示す概略的な断面図である。例外として、図６（Ｂ）は、説明を容易にするために図
６（Ａ）に示した実線１１で囲まれた部分を拡大して示す部分拡大図である。さらに図７
は図６（Ａ）のＩ－Ｉ線に沿って切断して示した概略的な断面図である。
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【００６２】
予め、用意した下地１２上に、半導体チップ３０が載置される半導体チップ配置領域１４
を設定する。この半導体配置領域１４の輪郭は、半導体チップ３０の輪郭と実質的に一致
している。隣接する半導体チップ配置領域１４同士間の間隔は、互いに等間隔としておく
。この間隔は、後に工程で実施される半導体装置の個片化するために必要なマージン面積
、所望の外部端子の数に応じて形成される拡張部の表面領域の面積等を考慮して、十分な
間隔とすればよい。
【００６３】
まず、図３（Ａ）及び（Ｂ）に示したように、設定された半導体チップ配置領域１４上に
、位置合わせを行って下地１２上に半導体チップ３０を配置する。
【００６４】
この半導体チップ３０は、上述したように、第１の主表面３６を具えている。第１の主表
面３６は、電極パッド３４を具えている。電極パッド３４は、複数個が、半導体チップ３
０の周縁に沿って設けられている。そして半導体装置３０は、第１の主表面３６に対向す
る第２の主表面３８と、第１の主表面と第２の主表面との間に１又は２以上の側面３７を
有している。
【００６５】
ここで下地１２は、例えばガラスエポキシ、又はポリイミド等の有機材料からなる基板状
体又はシート状体で形成してもよい。あるいはセラミック基板、金属基板及びＳｉ基板等
から、所望により適宜選択することができる。その表面には、好ましくは少なくとも半導
体チップ３０が配置される領域について、接着材等の接着手段を具える部材により構成す
るのがよい（図示しない。）。
【００６６】
そしてこの接着手段により半導体チップ３０を半導体チップ配置領域１４上に接着保持す
るのがよい。
【００６７】
特に、この発明の半導体装置が、図２（Ｂ）に示したような下地を有しない構成とされる
場合には、後の工程で例えば剥離等の手法により、容易に除去できる下地を選択するのが
よい。具体的には例えば日東電工株式会社製の熱剥離シート「リバアルファ（商品名）」
、三井化学株式会社製の耐熱型イクロステープ（商品名）又はＳＰシリーズ（商品名）等
を後に剥離が可能な下地として適用することができる。さらには表面上に接着手段として
例えば紫外線硬化型粘着材等が塗布されているガラス基板等も適用して好適である。
【００６８】
次に、図４（Ａ）及び（Ｂ）に示したように、半導体チップ３０の側面３７、すなわち第
１及び第２の主表面３６及び３８以外の面に接してこれを囲み、複数の半導体チップ３０
同士の間隙を埋めるようにして拡張部２０を形成する。
【００６９】
この拡張部２０は、上述したように、いわゆる液状樹脂又はモールド樹脂を材料として適
用することができる。例えばエポキシ樹脂や、シリコーン樹脂等の有機材料より適宜選択
して形成することができる。
【００７０】
拡張部２０は、製造工程において、半導体装置１０に生じてしまう反りの発生を防止する
ために、好ましくは、後に形成される封止部の成形収縮よりも小さい成形収縮を有する材
料により形成するのがよい。具体的には、拡張部２０は、材料として、ガラス転移温度よ
り低い温度での線膨張係数が１．５×１０－ ５ ／℃よりも小さく、かつ弾性率が７．８～
２２ＧＰａの範囲の液状樹脂により形成するのがよい。
【００７１】
拡張部２０の形成には例えば以下の方法が適用可能である。▲１▼及び▲２▼は、液状樹
脂を拡張部２０に適用する場合に採用される方法であり、▲３▼はモールド樹脂を拡張部
２０に適用する場合に採用される方法である。
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▲１▼ディスペンス方式により、液状樹脂を複数の半導体チップ３０同士の間隙を埋める
ように供給した後、液状樹脂に適切な硬化手段により硬化する。
▲２▼精密印刷方式により、液状樹脂を複数の半導体チップ３０同士の間隙を埋めるよう
に供給した後、液状樹脂に適切な硬化手段により硬化する。
▲３▼半導体チップ３０の第１の主表面３６を保護した状態で金型にセットし、トランス
ファモールド法により、モールド樹脂を複数の半導体チップ３０同士の間隙を埋めるよう
に供給した後、モールド樹脂に適切な硬化手段により硬化する。
【００７２】
ここで、拡張部２０の第１の面２０ａの高さ、すなわち厚さｄ２と、半導体チップ３０の
第１の主表面３６との高さ、すなわち厚さｄ１とは、一致させるのが好ましい。しかしな
がら、後に形成される配線パターンが、配線切れ等を生じる恐れなくして、形成できる高
低差の範囲であれば、若干の段差又はうねり等が存在してもよい。
【００７３】
特に拡張部２０にモールド樹脂を適用した場合には、厚さ方向の寸法精度を高めることが
できるので、より高精度に拡張部２０を形成することができる。
【００７４】
次いで、拡張部２０表面上及び第１の主表面３６上に、絶縁膜４０を形成する。この絶縁
膜４０は、半導体チップ３０の電極パッド３４が少なくとも部分的に露出するように形成
される。
【００７５】
このとき、一旦電極パッド３４を覆うように絶縁膜４０を形成した後、例えばフォトリソ
グラフィ法等を用いて、電極パッド３４を露出させる工程としてもよい。
【００７６】
上述したように拡張部２０の表面と、半導体チップ３０の表面とに段差が生じてしまう場
合がある。また、拡張部２０の表面にうねりや窪みが生じてしまう場合もある。これらの
場合には、絶縁膜４０用の絶縁材料により、後の工程で配線パターンが形成できる程度に
、この段差の程度を緩和するか、又は絶縁膜４０を実質的に平坦に形成することもできる
。
【００７７】
この絶縁膜４０の形成は、適切な絶縁性材料を用いて、拡張部２０の材質に応じた好適な
方法、例えばスピンコート法、印刷法又は直接塗布プロセス等といういずれかの従来公知
の方法により、行える。
【００７８】
然る後、図６及び図７に示したように、この絶縁膜４０の表面上に、複数の配線パターン
４２を形成する。これら配線パターン４２の形成は、絶縁膜４０の表面上に、それぞれの
配線パターン４２が対応する電極パッド３４に電気的に接続するように設定してから、形
成されるべき外部端子の配置を考慮して行う。
【００７９】
具体的には適用可能な配線プロセスルールに従って、配線幅、配線間隔及び最適角度等を
決定して、可能な限り最短距離となるように接続する。例えば図示したように半導体チッ
プ３０の周縁に沿って形成されている複数の電極パッド３４に対して、原則として最短距
離となるように、長配線４２ａ、中配線４２ｂ及び短配線４２ｃを一組とする配線パター
ン群を複数組形成し、一方の端部をそれぞれ対応する電極パッド３４に接続する。そして
、他方の端部には、電極ポスト搭載用のパッドが形成されていて、電極ポストを介して外
部端子４７（半田ボール４７ａ）が接続される。すなわち、複数の配線パターン４２は、
絶縁膜４０上に、電極パッド３４の各々と個別に電気的に接続されていて、電極パッド３
４、すなわち第１の主表面３６の上側から拡張部２０の第１の面２０ａの上側へと導出さ
れるように形成される。
【００８０】
なお、図５（Ａ）及び図６（Ａ）において、説明を容易にするために、電極パッド３４の
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配置数は、実際よりも少ない数として概略的に図示してある。
【００８１】
この配線パターン４２の形成は、絶縁膜４０の表面領域のうち、拡張部２０の上側、すな
わち拡張された領域２１を含む絶縁膜４０上の所望の領域に、スパッタ及びフォトリソグ
ラフィ等の従来公知のＷＣＳＰの製造工程における配線パターンの形成プロセスにより行
うことができる。配線パターン４２の形成材料は、任意好適な材料を選択できるが、例え
ばアルミニウム、銅及び金属合金等の材料により形成するのがよい。例えば銅等の適宜の
材料を選択して、行うことができる。
【００８２】
次いで、図８（Ａ）及び（Ｂ）に示したように、各配線パターン４２の表面上に、これら
と電気的に接続される電極ポスト４６をそれぞれ形成する。これら電極ポスト４６を拡張
部２０の上側（真上）の拡張された領域２１と、半導体チップ３０の上側（真上）の拡張
された領域２１に近い領域とに設ける。これら電極ポスト４６を、格子状に所定の間隔で
配列するように形成する。この間隔は、上述したように実装を考慮した間隔、すなわち一
定な、或いは不規則の間隔とすることができる。
【００８３】
この電極ポスト４６はメッキ及びフォトリソグラフィ等の従来公知のＷＣＳＰの製造工程
における電極ポスト４６の形成プロセスにより、適宜の材料を選択して、行うことができ
る。
【００８４】
さらに配線パターン４２及び電極ポスト４６が形成されている絶縁膜４０の表面上を覆う
ように、封止部４４を形成する。封止部４４は、配線パターン４２の導出部分（電極ポス
トが形成されない場合には、配線パターン４２自体）の一部分を露出させるように形成さ
れる。
【００８５】
この封止工程は、従来公知の方法により、従来公知の封止材料、例えばエポキシ系のモー
ルド樹脂を使用して実施することができる。
【００８６】
ここで一般的に使用されるモールド樹脂としては、例えばガラス転移温度より低い温度で
の線膨張係数が０．６～１．３×１０－ ５ ／℃の範囲であり、ガラス転移温度（Ｔｇ）が
１２５～２２０℃の範囲であり、弾性率が９．８～２４ＧＰａ（１０００～２４５０ｋｇ
／ｍｍ２ ）の範囲の物性値を有するものが挙げられる。これらはこの発明の半導体装置１
０の製造にも適用して好適である。
【００８７】
製造工程における半導体装置１０の反りの発生を防止するために、上述したように、特に
拡張部２０を封止部４４と同様に、いわゆるモールド樹脂で形成する場合の材料は、拡張
部２０を形成するモールド樹脂の成形収縮が封止部４４よりも大きくなるように決定され
る。例えば、拡張部２０及び封止部４４のモールド樹脂の物性について、以下の組み合わ
せが挙げられる。
【００８８】
▲１▼　拡張部／封止部：拡張部のモールド樹脂の物性は、ガラス転移温度より低い温度
での線膨張係数が１．１～１．５×１０－ ５ ／℃の範囲であって、かつガラス転移温度（
Ｔｇ）が１７０℃よりも大きい／封止部のモールド樹脂の物性は、ガラス転移温度より低
い温度での線膨張係数が１．０×１０－ ５ ／℃より小さく、ガラス転移温度（Ｔｇ）が１
２５～２２０℃の範囲であり、かつ弾性率が１４．７～２４ＧＰａ（１５００～２４５０
ｋｇ／ｍｍ２ ）の範囲。
【００８９】
▲２▼　拡張部／封止部：拡張部のモールド樹脂の物性は、ガラス転移温度より低い温度
での線膨張係数が１．１～１．７×１０－ ５ ／℃の範囲であって、かつガラス転移温度（
Ｔｇ）が１７０℃よりも小さく、弾性率が９．８～１９．６ＧＰａ（１０００～２０００
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ｋｇ／ｍｍ２ ）／封止部のモールド樹脂の物性は、ガラス転移温度より低い温度での線膨
張係数が１．０×１０－ ５ ／℃より小さく、ガラス転移温度（Ｔｇ）が１２５～２２０℃
の範囲であり、弾性率が１４．７～２４ＧＰａ（１５００～２４５０ｋｇ／ｍｍ２ ）の範
囲。
【００９０】
▲３▼　拡張部／封止部：拡張部のモールド樹脂の物性は、ガラス転移温度より低い温度
での線膨張係数が１．１～１．７×１０－ ５ ／℃の範囲であり、かつ弾性率が１３．７Ｇ
Ｐａ（１４００ｋｇ／ｍｍ２ ）であり、かつガラス転移温度（Ｔｇ）が１２５℃～１７０
℃の範囲／封止部のモールド樹脂の物性は、ガラス転移温度より低い温度での線膨張係数
が１．０×１０－ ５ ／℃より小さく、ガラス転移温度（Ｔｇ）が１２５～２２０℃の範囲
であり、かつ弾性率が１４．７～２４ＧＰａ（１５００～２４５０ｋｇ／ｍｍ２ ）の範囲
。
【００９１】
然る後、図９（Ａ）及び（Ｂ）に示したように、封止部４４をその表面側から削り取って
、電極ポスト４６の頂面（上面とも称する。）を削って露出させる。
【００９２】
この工程は、従来公知の研削や研磨工程を適用して行うことができる。
【００９３】
また、封止部４４の形成に、フィルム成形等の方法を適用することもできる。その場合に
は、電極ポスト４６に実質的に負荷をかけることがない。また、その場合には、上述した
封止部４４に対する研削工程を要せずに電極ポスト４６の頂面を封止部４４の表面に露出
するように直接的に形成する。
【００９４】
このとき、電極ポスト４６の露出した頂面に対して設計上必要な任意好適な処理を行って
もよい。例えば電極ポスト４６の材料を銅とした場合には、電極ポスト４６の頂面にバリ
アメタル層として、Ｎｉ（ニッケル）膜等を形成すること等してもよい。
【００９５】
複数の外部端子４７は、拡張部２０の上側を含む領域の配線パターン４２上に、配線パタ
ーン４２の導出部分、すなわち露出している一部分のそれぞれと個別に電気的に接続され
るように形成される。
【００９６】
この構成例では、封止部４４の表面から露出している電極ポスト４６を介してその上面に
、外部端子４７として例えば半田ボール４７ａを形成する。
【００９７】
次いで、図１０（Ａ）及び（Ｂ）に示したように、一点破線ａで示した切断線に沿って、
複数の半導体チップ３０同士の間の拡張部２０及び封止樹脂２０を切断することにより、
所定の機能を発揮する単一の半導体装置を含む構造として、個片化される。
【００９８】
この個片化工程は、好ましくは例えば高速回転するブレード等により、行うのがよい。
【００９９】
次いで、所望により、個片化された構造体の拡張部２０の第２の面２０ｂ及び第２の主表
面３８から、下地１２を、剥離して除去する。
【０１００】
下地１２上に上述したような剥離可能な接着手段を具えるか、又は剥離可能な接着手段を
設けて、製造工程を実施した場合には、この接着手段に応じた処理、例えば加熱、温水に
よる処理、又は紫外線照射等の処理により、下地１２の剥離工程を行うのがよい。具体的
には、例えば下地１２として熱剥離シートを適用した場合には、所定の温度で加熱するこ
とにより剥離することができる。また、例えば接着手段として紫外線照射型粘着材を適用
した場合には、紫外線照射により硬化することで、下地１２の剥離を行うことができる。
【０１０１】
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この剥離工程は、電極ポスト４６の形成工程後、封止工程後又は個片化工程後のいずれの
タイミングでも実施することができるが、拡張部２０の機械的強度等を考慮して、好まし
くは封止工程終了後より後に行うのがよい。
【０１０２】
また、この発明の半導体装置の製造方法を説明するにあたり、各図では下地又は治具上に
２（縦）×Ｘ（横；Ｘは２以上の正数）の格子状に複数の半導体チップを配置して、同時
に複数の半導体装置１０を製造する例を図示してある。しかしながら、これに限定されず
、より多数の半導体チップをより多くの数からなる格子状に配列して同時に製造すること
もできる。
【０１０３】
このように第１の製造方法によれば、ＷＣＳＰの製造工程を適用できるので、半導体装置
１０を製造するための特別な工程を使用することなく半導体装置１０を製造することがで
きる。
【０１０４】
次に図１１（Ａ）～図１４（Ｃ）を参照して、この発明の半導体装置の第２の製造方法に
つき説明する。なお、後述する製造工程において、適用される材料、工程の実施条件等は
第１の方法と同様であるので、その詳細な説明は省略する。
【０１０５】
この第２の製造方法では、上述の第１の製造法で説明した下地１２の代わりに、治具５０
を使用して、各工程を実施することを特徴としている。
【０１０６】
ここで、まず第２の製造方法に適用して好適な治具の構成につき、図１１及び１２を参照
して説明する。
【０１０７】
図１１（Ａ）はこの発明の半導体装置の第２の製造方法に適用して好適な治具の構成を説
明するための概略的な部分平面図であり、図１１（Ｂ）は図１１（Ａ）のＩ－Ｉ破線によ
り切断した切断面を示す概略的な断面図である。
【０１０８】
図１２は、この発明の第２の製造方法に適用して好適な図１１の治具の変形例の構成を説
明するための概略的な断面図である。なお、図１２において、上面からみた平面図につい
ては、図１１（Ａ）と同様となるので、図示及びその詳細な説明は省略する。
【０１０９】
この治具５０は、製造過程において、構成要素の保持をしたり、あるいは心合わせするた
めの工具である。この構成例では、この治具５０は、複数の凹部５２を同一間隔で格子状
に具えている台座である。この隣接する凹部５２同士の間隔は、製造される半導体装置１
０に求められる拡張部の面積、すなわち外部電極の配置位置、配置間隔及び配置数等を勘
案して好適に決定される。
【０１１０】
治具５０の凹部５２は、この例では直方体状の窪みとしてある。しかしながら、その形状
はこれに限定されず、種々の形状を有する半導体チップ３０が、凹部５２により安定して
保持され、かつ後の工程の実施に支障がない限り、特に限定されない。
【０１１１】
凹部５２の深さｈ及び底面部５２ａの面積については、半導体チップ３０を保持して治具
５０上に安定に固定できる程度に、かつ後の工程を実施するのに十分な程度に設定するの
がよい。
【０１１２】
例えば半導体チップ３０の第１及び第２の主表面３６及び３８が同一形状かつ同一サイズ
である直方体状である場合には、凹部５２の底面部５２ａの面積を、少なくとも第２の主
表面３８と同一の面積となるように設定し、凹部５２の側壁部５２ｂが底面部５２ａに対
して垂直となるように設定するのがよい。
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【０１１３】
また、図１２に示したように、凹部５２の底面部５２ａの面積（後述する貫通孔５６の表
面積を含む。）を、第２の主表面３８の面積よりも小さい面積となるように設定し、凹部
５２の側壁部５２ｂが凹部５２内に向かってその先端が順次に薄くなっていく傾斜を有す
る形状とすることもできる。
【０１１４】
この場合には、図１２に点線で示したように、半導体チップ３０は、傾斜を有する側壁部
５２ｂ領域内で、半導体チップ３０の第２の主表面３８側の端縁部近傍の領域、すなわち
第２の主表面３８の周とその近傍に接触して、治具５０により保持される。このような構
成にすれば、半導体チップ３０の治具５０に接触する領域が最低限となるので、治具５０
から半導体チップ３０を剥離する工程が極めて容易となる。
【０１１５】
また、側壁部５２ｂの傾斜の存在する範囲内で半導体チップ３０を支持すればよいので、
１種類の治具で、サイズの異なる複数種類の半導体チップ３０に対応することができる。
【０１１６】
治具５０は、半導体チップ３０に対する接着性の低い、金属又はセラミック等の材料によ
り構成するか、又はこれらに対して接着性の低いテフロン（登録商標）等を被膜した適宜
の材料により構成するのがよい。このようにすれば、半導体装置を含む製造中途の構造体
を、治具５０から剥離する工程が容易に実施できる。
【０１１７】
この治具５０には、好ましくは凹部５２に貫通孔５６を形成しておくのがよい。そして、
貫通孔５６には半導体チップ３０を凹部５２に吸引保持するための吸排気系５８を接続す
る構成とするのがよい。
【０１１８】
この吸排気系５８は、従来公知の例えば真空ポンプ、配管等を含む真空排気系で構成する
ことができる。
【０１１９】
次に、この治具５０を用いたこの発明の半導体装置の第２の製造方法につき、図１３（Ａ
）から図１４（Ｃ）までを参照して説明する。
【０１２０】
図１３及び図１４において、上面側から見た平面図は、第１の製造方法と同様であるので
その図示及び説明は省略し、切断面を示す概略的な断面図を参照して説明する。
【０１２１】
予め、図１１及び図１２を参照して既に説明した、治具５０を準備しておく。
【０１２２】
そして、図１３（Ａ）に示したように、凹部５２内に、半導体チップ３０を、半導体チッ
プ３０の第２の主表面３８が治具５０の凹部５２の底面５２ａに対面するように設ける。
このとき、図１２に示したように、凹部５２の底面部５２ａの面積を、第２の主表面３８
の面積よりも小さい面積となるように設定されていて、凹部５２の周を構成する側壁部５
２ｂが凹部５２内に向う傾斜を有する形状である場合には、半導体チップ３０を、側壁部
５２ｂの傾斜が存在する領域内で、半導体チップ３０の第２の主表面３８側の端縁部近傍
の領域、すなわち第２の主表面３８を画成する周及びその近傍に接触するように、治具５
０上に設ける。
【０１２３】
ここで、上述したように、治具５０の凹部５２の底面部５２ａに貫通孔５６及びこれに接
続される吸排気系５８を具える構成としてある場合には、これにより半導体チップ３０の
第２の主表面３８と凹部５２の底面部５２ａとの接触面（間隙）を真空引きして、半導体
チップ３０を治具５０上に吸引保持するのがよい。
【０１２４】
半導体チップ３０を、治具５０上に、吸引保持するための真空の程度は、半導体チップ３
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０を安定に保持できる程度であればよい。
【０１２５】
次いで、図１３（Ｂ）に示したように、まず、治具５０上に、半導体チップ３０の第１及
び第２の主表面３６及び３８以外の面、すなわち半導体チップ３０の側面３７に接触して
これを囲むように拡張部２０が形成される。
【０１２６】
この拡張部２０は、その第１の面２０ａのレベルが、半導体チップ３０の第１の主表面３
６のレベルと、実質的に同一のレベルとなるように形成されている。
【０１２７】
拡張部２０の形成は、上述で説明した方法及び材料を選択することにより、行われる。こ
のとき、上述したように治具５０の側壁部５２ｂが傾斜を有する場合には、治具５０と半
導体チップ３０の側面部の下部との間に若干の間隙（空間）が生じる可能性がある。この
間隙については、後の工程、特に配線パターンの形成に支障のない範囲であれば、さらな
る処理は特に必要としないが、所望により、この間隙が生じないように拡張部２０を形成
してもよい。
【０１２８】
次いで、治具５０上に形成されている拡張部２０の表面上及び半導体チップ３０の第１の
主表面３６上に、絶縁膜４０を、半導体チップ３０が具えている電極パッド３４を露出さ
せて形成する。
【０１２９】
次いで、図１３（Ｃ）に示したように、絶縁膜４０の表面上に、複数の配線パターン４２
を、それぞれの電極パッド３４の頂面と電気的に接続するように形成する。この場合、第
１の製造方法と同様に１つの配線パターンは１つの電極パッド３４と１対１の関係で接続
する。
【０１３０】
然る後、図１４（Ａ）に示したように、各配線パターン４２に１つの割合で電極ポスト４
６を接続形成する。この電極ポスト４６は、拡張部２０の上側（真上）の拡張された領域
２１と、この拡張された領域２１に近接した、半導体チップ３０の上側（真上）の領域と
に設けられる。
【０１３１】
詳細には、配線パターン４２及び電極ポスト４６が形成されている絶縁膜４０の表面上を
覆う封止部４４を形成する。
【０１３２】
さらに図１４（Ｂ）に示したように、封止部４４を表面側から削り取って、電極ポスト４
６の頂面を露出させる。
【０１３３】
次に、露出している電極ポスト４６の頂面に、外部端子４７として半田ボール４７ａを、
形成する。
【０１３４】
次いで、図１４（Ｃ）に示したように、拡張部２０の第２の面２０ｂ及び第２の主表面３
８から、治具５０を、真空吸引手段が用いられている場合には真空を解除した後、剥離す
る。
【０１３５】
然る後、隣接する複数の半導体チップ３０間を切断して、当該半導体チップ３０を含む単
一の半導体装置１０として個片化する。
【０１３６】
このような工程により、上述第１の実施の形態の製造方法により製造された半導体装置と
ほぼ同様の構成を具えた半導体装置が製造される。
【０１３７】
なお、この第２の製造方法により製造される半導体装置は、底面側、すなわち拡張部２０
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の第２の面２０ｂと半導体チップ３０の第２の主表面３８との関係において、治具５０の
凹部５２による段差が生じるが、特に所望でない限り、さらなる処理工程は必要ない。
【０１３８】
この第２の製造方法によれば、単一の治具を、繰り返して使用することができる。第１の
製造方法のように下地を使用する必要がないので、製造工程に必要な部材を削減すること
ができる。従って、製造コストの削減が期待される。また、貫通孔を介した吸排気系によ
り、半導体チップを治具上に吸着保持する構成とする場合には、さらに半導体チップの治
具への保持及び半導体装置の剥離が容易かつ迅速に行うことができるので、製造される半
導体装置のスループットの向上が期待される。
【０１３９】
この発明のすべての実施の形態において、電極ポスト４６は、導電性材料により形成する
のがよい。好ましくは銅により形成するのがよい。このとき電極ポスト４６の表面に薄い
酸化層を形成しておくのがよい。このようにすれば電極ポスト４６と封止部４４の接着性
が向上するため、耐湿性が向上する。
【０１４０】
この発明のすべての実施の形態において、外部端子４７として半田ボール４７ａを電極ポ
スト４６上に形成する、いわゆるＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）型につき説
明するが、これに限定されない。例えば、露出している電極ポスト４６上に、半田ペース
トの塗布及びリフロー、又は無電解メッキによるＮｉ／Ａｕ処理によりランドとして、い
わゆるＬＧＡ（Ｌａｎｄ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）型等の構成することもできる。
【０１４１】
また、この発明のすべての実施の形態において、封止部の形状は、いわゆるソーカットタ
イプのみならず、この発明の目的を損なわない範囲で、下地及び／又は拡張部の外形と合
っていなくともよい。
【０１４２】
上述の第１の実施の形態の半導体装置１０を、例えば複数個積層する構成とすることもで
きる。この場合には、例えば従来公知の方法により拡張部にスルーホールを形成し、積層
用の端子を形成すればよい。
【０１４３】
【発明の効果】
この発明の半導体装置の構成によれば、搭載される半導体チップの側面を囲むように設け
られている拡張部上、すなわち拡張された領域を含む領域にも、外部端子を設けることが
できる、いわゆるファンアウト構造又はファンイン／ファンアウト構造が可能な構成とし
てあるので、外部端子の配置間隔及び配置位置等の設計の自由度を大きくすることができ
る。
【０１４４】
また、この発明の半導体装置は、いわゆるＷＣＳＰの製造工程を利用して、基板等のイン
ターポーザを使用せずに直接的に半導体チップと外部電極とを接続する構成とすることが
できるので、上述の効果に加えて、ワイヤボンディング接続との比較では、さらなる動作
の高速化、高機能化、多機能化及びコンパクト化を図ることができる。また、フリップチ
ップ接続との比較では、同等の電気的特性をより安価に得ることができる。
【０１４５】
第１の製造方法によれば、この発明の半導体装置を簡易な工程で製造することができる。
【０１４６】
第２の製造方法によれば、単一の治具を、繰り返して使用することができる。下地を使用
する必要がないので、製造工程に必要な部材を削減することができる。従って、製造コス
トの削減が期待される。また、貫通孔を介した吸排気系により、拡張部と半導体チップを
吸着保持する構成とする場合には、さらに拡張部及び半導体チップの治具への保持及び剥
離が容易かつ迅速に行うことができるので、半導体装置のスループットの向上が期待され
る。
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【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ）はこの発明の半導体装置の構成を説明するための概略的な上面からみた平
面図であり、図１（Ｂ）は、配線パターンと電極パッドとの接続関係を説明するために、
図１（Ａ）の一部領域を拡大して示した概略的な要部平面図である。
【図２】（Ａ）及び（Ｂ）は、図１（Ａ）のＩ－Ｉ破線により切断した切断面を示す概略
的な断面図であり、（Ａ）は下地を具える形態を、（Ｂ）は下地を有しない形態を説明す
るための図である。。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、この発明の半導体装置の第１の製造方法を説明するための
上面からみた概略的な平面図及び断面図である。
【図４】（Ａ）及び（Ｂ）は、この発明の半導体装置の第１の製造方法を説明するための
図３に続く上面からみた概略的な平面図及び断面図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は、この発明の半導体装置の第１の製造方法を説明するための
図４に続く上面からみた概略的な平面図及び断面図である。
【図６】（Ａ）は、この発明の半導体装置の第１の製造方法を説明するための上面からみ
た概略的な平面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）の部分領域の平面的拡大図である。
【図７】図６に対応する断面図である。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）は、この発明の半導体装置の第１の製造方法を説明するための
、図６及び図７に続く上面からみた概略的な平面図及び断面図である。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は、この発明の半導体装置の第１の製造方法を説明するための
図８に続く上面からみた概略的な平面図及び断面図である。
【図１０】（Ａ）及び（Ｂ）は、この発明の半導体装置の第１の製造方法を説明するため
の図９に続く上面からみた概略的な平面図及び断面図である。
【図１１】この発明の半導体装置の製造方法に用いて好適な治具の概略的な平面図及び断
面図（１）である。
【図１２】この発明の半導体装置の製造方法に用いて好適な治具の概略的な断面図（２）
である。
【図１３】この発明の半導体装置の第２の製造方法を説明するための概略的な断面図（１
）である。
【図１４】この発明の半導体装置の第２の製造方法を説明するための図１３に続く概略的
な断面図（２）である。
【符号の説明】
１０：半導体装置
１１：部分領域
１２：下地
１４：半導体チップ配置領域
２０：拡張部
２０ａ：第１の面
２０ｂ：第２の面
２１：拡張された領域
２２：開口部
３０：半導体チップ
３４：電極パッド
３６：第１の主表面
３７：側面
３８：第２の主表面
４０：絶縁膜
４２：配線パターン
４２ａ：長配線
４２ｂ：中配線
４２ｃ：短配線
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４４：封止部
４６：電極ポスト
４７：外部端子
４７ａ：半田ボール
５０：治具
５２：凹部
５２ａ：底面部
５２ｂ：側壁部
５６：貫通孔
５８：吸排気系 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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